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4)  Numa tecnologia "single well" todos os NMOS's sao implementados diretamente no substrato, ou seja o bulk de todos os
NMOS's é comum. E como temos de polarizar inversamente as jungdes PN em qualquer situacao, temos de ligar o substrato
(de tipo P) a menor tensdo disponivel no circuito, garantindo assim que ndo teremos correntes do diodo do bulk. E é por
isso que todos os bulks estado ligados a ground.

1,) Se a source estiver ligada o outro né que ndo o ground, e como tal tenha uma tensdo superior de 0V, vamos ter uma tensao
Vsb (tensdo da source para o bulk). E dai teremos efeito de corpo e consequentemente o aumento da tensdo de threshold

() A modulag¢do de comprimento de canal é introduzida no modelo analitico da corrente de dreno através do pardmetro
lambda:
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a) Na fonte de corrente cascode, temos MO e M3 a limitar a tens3o nos nds X e Y, como tal, a tensdo Vds1 e Vds2 est3 fixa,
logo teremos muito menos CLM, tendo uma corrente muito mais préxima do ideal. No andar simples, Vds2 é Vout e
como tal temos muito CLM, e teremos um declive consideravel na corrente.

M A fonte de corrente low-voltage, visto que a polarizacdao do andar limitador é feito de forma externa, tem a vantagem
de requerer menos tensdo para entrar na saturagao (e para ter Iref) do que o andar cascode.
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